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В работе выполнено экспериментальное исследование изменения зарядового состояния структур металл-диэлектрик-полупроводник (МДП) при облучении протонами с энергией от 100 до 500 кэВ. Облучение протонами с различными энергиями и флюенсами проводили в ускорителе. Экспериментальные образцы были сформированы на кремниевой пластине n-типа. Пленка подзатворного диэлектрика получалась термическим окислением кремния до толщины 100 нм. Верхние алюминиевые электроды формировались магнетронным напылением пленки толщиной 1,2 мкм и имели площади 10-3 и 10-2 см2, которые были получены с использованием фотолитографии /1/.
Установлено, что протонное облучение приводит к изменению зарядового состояния пленки SiO2, и границы раздела Si-SiO2. В результате облучения в пленке диэлектрика наблюдается накопление положительного заряда и при больших флюенсах увеличение заряда на поверхностных ловушках. Другим эффектом, связанным с протонным облучением МДП-структур, является формирование в объеме пленки SiO2 электронных ловушек с сечениями захвата 10​-16(10-18 см2. Плотность электронных ловушек возрастает, если энергия заряженных частиц соответствует преимущественному поглощению потока протонов в объеме пленки SiO2. 
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